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Internal Memory 

 الذاكرة الداخلٌة  
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Semiconductor Memory 

 راكشة اشباه انًوصلاث

 
 (Random Access Memory) RAM 

 حصٕغ ِٓ اشببٖ اٌّٛصلاث(semiconductor) 

ٌمشاءة ٚاٌىخببت ا(Read/Write) 

 اٌب١بٔبث ِخطب٠شة إٞ ٠خُ عزف اٌب١بٔبث ػٕذ إطفبء اٌضٙبص(Volatile) 

 اٌخخض٠ٓ ِؤلج(Temporary storage) 

Static or dynamic 
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Memory Cell Operation 

 انزاكشةعًم خهٍت 

 

 (Write)عًهٍت انكخابت 

٘زٖ ٌٟ إدخبي اٌب١بٔبث إٌٍىخببت رُ ٠خُ  ٠ٚControlأحٟ اِش   (Cell)٠خُ حغذ٠ذ اٌخ١ٍت

 .اٌخ١ٍت

  (Read)انقشاءةعًهٍت 

 .ف١ٙباٌب١بٔبث اٌّٛصٛدة خذ أٌٍمشاءة ٠ٚخُ  Controlِش أ٠ٚأحٟ ٠خُ حغذ٠ذ اٌخ١ٍت 
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 Dynamic RAM 

 (يخغٍشة/يخفاعهت )راكشة انوصول انعشوائً 

 
 ٓ٠خُ حخض٠Bits  ٟػٍٟ شىً شغٕبث ف capacitors اٌّٛسؼبثأ ٚ. 

 اٌشغٕبث ػٍٝ  ٘زٌٖٟ إٌٝ حغذ٠ذ دائّب إٔغخبس  ببٌخبٌٟ ٠ىْٛ ٕ٘بن حسش٠ب ٌٍشغٕبث
capacitors  فمذ٘بب ٔمَٛعخٟ لا.   

 بسٌٙٛتّىٓ بٕبئٙب ٠حىْٛ اٌذائشة بس١طت. 

لا حغخبس إٌٟ اٌىز١ش ِٓ اٌّىٛٔبث. 

حشو١بٙب بس١ظ. 

ّٓسخ١صت اٌز. 

 ٌٟحغخبس إ.Refresh Circuits 

بط١ئت. 

ػ١ٍٙب ِزبي Main memory 

حىْٛ الاشبساث حّبر١ٍت (analogue.) 
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 Dynamic RAM  Structure 

 انبنٍت اننًورجٍت نخهٍت انزاكشة

اٌخشأضسخٛس ٠مَٛ بئدخبي اٌشغٕبث. 

Capacitors ٌ اٌشغٕبثٙز٠مَٛ بؼ١ٍّت عفع ٖ. 

Bit Line  ًّاٌشغٕبث٠غ. 

 انكخابتفً حانت عًهٍت  

Bit Line  0أٚ  ٠1غًّ اٌشغٕت سٛاء. 

  ً٠خُ حفؼ١Address Line   ُإدخبي ٘زٚببٌخبٌٟ اٌخشأضسخٛس ٠ؼًّ وّفخبط ٠خ ٖ

 .0أٚ  ٠ٚ1خُ الاعخفبظ ببٌشغٕت سٛاء وبٔج  Capacitorsاٌشغٕت اٌٟ 

 فً حانت عًهٍت انقشاءة 

ً٠خُ حفؼ١ Address Line ٚببٌخبٌٟ ٠خُ حفؼ١ً اٌخشأضسخٛس. 

 ٟ٠خُ أخذ اٌشغٕت اٌّٛصٛدة فCapacitors ٌٟإ Bit Line  ِٓ رُ ٠خُ ِمبسٔخٙب

 .Bit 1أٚ Bit 0اٌشغٕت حّزً  ٘زّٖؼشفت ً٘ ٌٍ Referenceخلاي 
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DRAM Operation 

 DRAM حهخٍص عًهٍت 
Address Line   ًّ٠ىْٛ ِفؼً فٟ ػ١ٍّت اٌمشاءة ٚاٌىخببت ٚببٌخبٌٟ اٌخشأضسخٛس ٠ؼ

 .وّفخبط ِغٍك

 انكخابت فً عًهٍت 

 ً٠خُ حّز١Voltage  ٍٝػBit Line. 

   .Low 0ٚإرا ٔش٠ذ أْ ٔخضْ  ٠Highىْٛ  1ا ٔش٠ذ أْ ٔخضْ رإ -   

Address Line ً٠ىْٛ ِفؼ  . 

 ٌٟ٠ٚخُ ٔمً اٌشغٕت اCapacitors. 

 فً عًهٍت انقشاءة

Address Line  ًِفؼ. 

ًّاٌخشأضسخٛس ٠ؼ. 

 ِٓ ًاٌشغٕت حٕخمCapacitors  ٌٟخلاي اٌخشأضسخٛس إ ِٓBit Line  ُ٠ٚخ
ٚفٟ اٌغبٌخ١ٓ ٠ضب أْ ٠ىْٛ  1أٚ  0ِمبسٔت ِٓ خلاي اٌّشصغ ٠ٚخُ  حغذ٠ذ ً٘ ٟ٘ 

ٚ حغذ٠ذ ِسخّش عخٟ ٔغبفع ػٍٝ اٌشغٕت اٌّٛصٛدة فٟ إٔ٘بن حفؼ١ً 
Capacitors. 
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Static RAM 

 (ثابخت) انعشوائًانوصول راكشة 

 

 ٓ٠خُ حخض٠Bits  ػٍٝ ِفبح١ظon/off switches   ٓ٠خُ اسخخذَ ِفبح١ظ ٌخخض٠

 .اٌشغٕبث

لا حغخبسRefresh Circuits  لا ٔٗ لا ٠ٛصذ حسش٠ب ٌٍشغٕبث. 

ةاٌذاسة ِؼمذ. 

Larger per bit 

غب١ٌت. 

 أسشع. 

 ِٚزبي ػ١ٍٙبCache Memory . 

 الاشبساث سل١ّت (Digital) 

 flip-flopsٚببٌخبٌٟ ٔسخخذَ  -     
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Stating RAM Structure 

 (ثابخت)انزاكشة اننًورجٍت نخهٍت انبنٍت  
 

 .(T1,T2,T3,T4,T5,T6)حخىْٛ ِٓ 

Address Line  ْٛػٍٝ ٠ى.T5,T6 

Bit Line B ٍٝػT5 ٚ Bit Line B’ ٍٝػ.T6 

 انحانت الاونً

 .ٚاٌؼىس صغ١ظ ’Bit Line B= 0 ٠ىْٛ  Bit Line B = 1ا وبٔج  إر

T5,T6ُاٌخغىُ ف١ُٙ ِٓ خلاي  ٠خAddress Line  خلاي ػ١ٍّخٟ اٌمشاءة ِٓٚ
   .ٚاٌىخببت

ِفؼً ببٌخبٌٟ سٛف T5 سٛف ٠ىْٛ   Bit Line B = 1ػٍٝ فٟ عبٌت  وبٔج اٌم١ّت 
 Bit Lineلاْ اٌم١ّت اٌمبدِت ِٓ    C2=0ٚسٛف حىْٛ ل١ّت  C1=1حىْٛ ل١ّت 

B’= .0 

غً اٚ ِخصً بشT2=1 سط ٠ىْٛ  C1=1بّب اْ  B=1 (High)  ٚC2=0ببٌخبٌٟ 
ببٌخبٌٟ  C2=0غ١ش شبغً T4 0=ٚببٌخبٌٟ   ’٠ٚBىْٛ ػٕذٔب T4=1 ا٠ضب ٠ىْٛ 

T1=0  ًػٍٝ  ٚ ِٕفصًأبخبٌٟ غ١ش شبغT3=0  ٚػٕذٔبB’  ٍٝ٠ىْٛ ػT3=1  ٌٟبخب
 9 شبغً ٠ٚؼًّ   T2=1ٚببٌخبٌٟ  ٠ٚؼًّأغً ب٠ىْٛ ش
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Stating RAM Structure 

 (ثابخت)انزاكشة اننًورجٍت نخهٍت انبنٍت  

 

 انحانت انثانٍت

 0= Bit Line B  

C1=0 (Low) 

C2=1 (High) 

   T4 = 0 ,   , لا ٠ؼًّ ٚبخبٌٟ ِٕفصً أT2 = 0ٚ سٛف حىْٛ ل١ّت  C1=0بّب أْ 

1 =Bit Line B’ ً٠ؼًّ ِخص.   

C2=1  ٌٟبخبT1ٚ ًشبغT3 ًّغ١ش شبغً أٚ لا ٠ؼ. 
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 Static RAM Operation 

 SRAM حهخٍص عًهٍت 
 

State 1 

On Bit Line 1 

C1 high, C2 low 

T1 T4 off, T2 T3 on 

 State 0  

On Bit Line  

C2 high, C1 low 

T2 T3 off, T1 T4 on 

 switchوـ   T5 ٚT6بفؼً ٠خغىُ فٟ  ٠Address Lineىْٛ 

 ’Bػٍٝ  BٚCompliment ػٍٝ  value ٠خُ حطب١ك  (Write)فٟ ػ١ٍّت اٌىخببت

  Bit line Bِٛصٛدة ػٍٝ  Valueة حىْٛ ءػ١ٍّت اٌمشا
11 
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SRAM v DRAM 

 انفشق بٍن انزاكشة انثابخت وانًخغٍشة
 

 .٠ؼٕٟ فٟ عبٌت إطفبء اٌضٙبص سخفمذ ص١ّغ اٌب١بٔبث( volatile)و١ٍّٙب ِخطب٠ش

DRAM 

بٕبئٙب بس١ظ. 

ّٓسخ١صت اٌز. 

 ٌٝحغخبس إRefresh Circuits. 

ّٓ٠ّىٓ اسخخذاَ و١ّت أٚ عضُ ب١بٔبث وب١شة بّب إٔٙب سخ١صت اٌز. 

Main Memory. 

 

SRAM 

معمدة البناء. 

غالٌة الثمن. 

 لا تحتاج إلىRefresh Circuits . 

تكون أسرع. 

.Cache Memory 
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Read Only Memory (ROM) 

 راكشة انقشاءة فقط

 

 

اٌزاوشة لا حفمذ ب١بٔبحٙب بؼذ إطفبء حشغ١ً اٌضٙبص. 

٠ّىٓ بشِضخٙب ٚحبشِش خلاي اٌخص١ٕغ. 

ٚ٠خضْ ػ١ٍٙب ػبدة بشاِش إٌظبَ أ (BIOS)  ٠بذا  زٌٟٞ اٌّىبْ اٌإبغ١ذ حششذ اٌضٙبص

 .ف١ٗ حشغ١ً اٌضٙبص
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Types of ROM 

 أنواع ذاكرة القراءة فقط 
Written during manufacture 

 .الكتابة خلال التصنٌع تكون غالٌة الثمن

Programmable (once) PROM  

 .تبرمج مرة واحدة وهً لابلة للبرمجة ولكن للمرة واحدة وتحتاج إلى مكونات خاصة

راوشة اٌمشاءة غبٌبب (Read mostly) 

 :تنقسم إلى ثلاثة أنواع  

Erasable Programmable (EPROM) 

 .لابلة للبرمجة والمسح عن طرٌك الاشعة فوق البنفسجٌة

Electrically Erasable (EEPROM) 

 .لابلة للمسح والبرمجة كهربائً

Flash memory 

 .وتمسح أٌضا كهربائً وبشكل كامل( الومٌضٌة)الذاكرة الفلاش 
14 
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Semiconductor Memory Types 

 (اشباه انًوصلاث)الإنكخشونٍت انزاكشة نواع أ
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Organization  
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Organization  



Organization in Detail 

 انخنظٍى بانخفصٍم

فٟ 1M ٠ّىٓ حٕظ١ّٙب ٠16Mbitٛصذ ٌذ٠ٕب راوشة عضّٙب  RAMػ١ٍّت اٌخٕظ١ُ ٌزٚاوش 

16Bit for word. 

أفضً  1M  ِٓAddressفٟ  bit  (2 Byte) 16وً ِٛلغ حخض٠ٕٟ ػببسة ػٓ 

 ِٓ16Mbit .  

16Mbit ٓوً ػٕٛاْ ػببسة ػٓ        ػببسة ػbit  ٓتنظٌمهاٌىٓ ٠ّى. 

2048 x 2048 x 4bit array 

 

الاػّذة  (row) * (column) ٠ّزً اٌصفٛف     *    *      بّؼٕٟ اخش

 .رٚاوش 4بّؼٕٟ اخشٜ ٠ٛصذ ٌذ٠ٕب  4Bit فٟ   Arrayوـ

ٚاوش ر ٠4ىْٛ ٌذ٠ٕب 16M ْ ٠ىْٛ ٌذ٠ٕب راوشة ٚاعذة ِٓ أبذي 4M وً راوشة ػببسة ػٓ 

 4M.فٟ 
18 
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Refreshing 

 انخنشٍط

 

 ص١ّغ DRAM حٕش١ظػ١ٍّت حخطٍب. 

حسخغشق بؼض اٌٛلج . 

بطئ فٟ الاداء. 

ٚ ػبدة وخببخٙب فٟ ٔفس اٌّٛلغإخلاي اٌخٕش١ظ حخُ لشاءة اٌب١بٔبث. 

 ٠خُ حٕش١ظ وً خ١ٍت فٟ اٌصف. 

 اٌٛالغ حؼط١ً شش٠غت ٟ٘، فٟحم١ٕت بس١طت ٌٍخٕش١ظ ٕ٘بن DRAM  ٟ٠خُ حٕش١ظ ع١ٓ ف

 .اٌخلا٠بوً فٟ اٌب١بٔبث 
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Typical 16 Mb DRAM (4M x 4) 

 DRAM(4M X 4) يٍغابج16اننًورجً انى انخنظٍى 

 Memory Array (2048 X 2048 X4) ػببسة ػٓ راوشة.   

ٚ أفٟٙ دائشة حفؼ١ً  ٌٍزاوشة Refresh Circuitryؼ١ٍّت ٍٕ٘ب حٛضظ ٌٕب وذائشة وبٍِت ٌ

 .حٕش١ظ ٌٍزاوشة ٚحخغىُ بؼ١ٍّت اٌمشاءة ٚاٌىخببت

 (Write Enable) WE ٌٟInput فٟ ػ١ٍّت .Write  

OE  ٌٟ Output Enable فٟ ػ١ٍّت .Read  

 Address.ػٕذٔب ٕ٘ب 

Data Buffer  سٛاء (Input or Output). 

اٌذاسة وبٍِت فٟ ػ١ٍّت حغذ٠ذ اٌصفٛف ٚالاػّذة ٚإػبدة حخض٠ٓ اٌب١بٔبث ٚػ١ٍّت لشاءة 

 اٌب١بٔبث ٚوخببخٙب
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Packaging 

 حغهٍف انششٌحت
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256kByte Module Organization 

    الاٟ٘ ٠256Kbit/wordٛصذ ٌذ٠ٕب  Module Organizationفٟ عبٌت 

   Chipٌىً 

 256K  ػببسة ػٓ Chipوً  Chipاٌٟ ِضّٛػت ِٓ  RAMٔغٓ ٔش٠ذ ػ١ٍّت حمس١ُ 

k 256     ٌٟبج  18ببٌخبٌٟ ٔغٓ ٔغخبس ا System Addressحُ حمس١ّٙب 

18Bit   ٓ9.اٌٟ لس١ّbit,9bit 

 Decodeحأحٟ ػٍٝ  9bit ٔلاعع  512*512الا ٟ٘ ػببسة ػٓ 256k الاْ 

ػّٛد   512بخؼطٟ  Decode اٌزب١ٔت ٌــ  رب١ٔت ٌلأػّذة9bit صف ٚ  ٠512ؼطٟ 

 256kٚ٘ٛ  512*  512بخؼطٟ 

=  256                             

 Wordٌىً 8bit ػٕذٔب ِضّٛع  1bitحؼط١ٕٟ  Chipٌىً 

 Chip 8عخٝ Chip   ِٓ Chip 1 8 ٔغخبس ٌىً ػّٛد اٌٝ 

 8bitبخؼطٟ   MBRفـ one bit حؼطٟ  Chipوً 

 MBR22 .  وخببخٙب اٌخٟ ٔش٠ذ لشاءحٙب اٚ حغخٜٛ ػٍٟ اٌب١بٔبث 
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256kByte Module Organization 
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Interleaved Memory 

 انزاكشة انًخذاخهت

 

 

 (.DRAM chips)ِضّٛػت ِٓ 

 (.memory bank)ِضّؼت فٟ بٕه اٌزاوشة 

Banks خذِت بشىً ِسخمً لشاءة اٚ وخببت اٌطٍب. 

.٠ّىٓ أْ ٠طٍب خذِت فٟ ٚلج ٚاعذ     Banks K 
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Error Correction 

 الأخطاءحصحٍح 

 

 

 .فٟ ػ١ٍّت  ٔمً أٚ حخض٠ٓ اٌب١بٔبث ِّىٓ أْ ٠غذد أخطأ

 :أنواع انخطأ نوعٍن

Hard Failure 

ٌٝ أْ اٌضٙبص ٠ؼٍك ػٓ اٌؼًّ إإِب فشً لٛٞ فٟ إٌظبَ إِب ٠ؤدٞ إٌٝ ػ١ب دائُ أٚ ٠ؤدٞ 

 .٠ٚخُ إطفبئٗ ٚبخبٌٟ ٠خُ فمذ ص١ّغ اٌب١بٔبث

Soft Error 

ٚ أ Bitsخطب ٔبػُ أٚ بس١ظ ٕ٘بن خطب ػشٛائٟ غ١ش ِذِش ٌٍٕظبَ  ب١خُ حغ١ش بؼض 

 Hamming Codeٚػبدة ٠خُ إصلاعٙب ِٓ خلاي  طش٠مت  Bitsص٠بدة 
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Error Correcting Code Function 

 دانت شفشة حصحٍح انخطاء

ٌتم تخزٌنها Data Input عندنا  Errorٌتم الكشف عن Function من خلال 

   Memoryفً 

أو الالتران ٌموم  Functionهذا  Functionدخالها على إنفس البٌانات ٌتم 

 .فً ذاكرة Kمن البت وٌتم تخزٌن  Kالبٌانات و ٌصدر هذه بفحص 

لى الممارنة وٌتم إدخال البٌانات التً خزنها إالا تم تخزٌنها فً الذاكرة K  ـثم ٌتم أخد ال

تم تخزٌنه  K1اخري بتالً ٌصبح عندنا  Kفً الذاكرة إلً نفس الالتران وٌتم أخد منه 

 .الناتج من البٌانات بعد تخزٌنها فً الذاكرة K2فً الذاكرة و 

معنها هنان خطا بتالً ٌتم تصحٌح الخطأ الموجود وٌتم نمل أو 1ذا كانت النتٌجة إ

 .البٌاناتهذه إخراج  

 فبتالً تكون البٌانات صحٌحة وٌتم إخراجها  وفً حالة 0أما إذا كانت نتٌجة الممارنة
 .signal Errorالخطأ ٌتم إرسال 
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Advanced DRAM Organization 

 انًخقذو(DRAM)حنظٍى 

 

 ٌٝحغخبس اRefresh Circuits دائّب. 

 ِزبي ػ١ٍٙب.Main Memory 

ٌٓىٕٙب بط١ئت ,حىْٛ وب١شة اٌغضُ فٟ اٌخخض٠. 

 إضبفت حغس١ٕبث ػ١ٍٙب بئدخبيStatic RAM   ػ١ٍٙب وضضء صغ١ش فّٓ ع١ذ

ٖ زٔغبفع ػٍٝ و١ّت اٌب١بٔبث اٌىب١شة اٌخٟ ِٓ اٌّّىٓ حخض٠ٕٙب ٌىٓ حض٠ذ سشػت ٘

 .اٌزاوشة
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Synchronous DRAM (SDRAM) 

 DRAM  (SDRAM) نًخزاينتا

 

 خبسص١تحخببدي اٌب١بٔبث ِغ اٌّؼبٌش ببٌخضآِ ِغ إشبسة سبػت. 

ٌٟػٕٛاْ ٠مذَ ا .RAM  

RAM   ٠ضذ اٌب١بٔبث( ٟٚعذة اٌّؼبٌضت اٌّشوض٠ت ٠ٕخظش فDRAM اٌخم١ٍذ٠ت) 

 SDRAM  حٕمً اٌب١بٔبث فٟ اٌٛلج إٌّبسب ِغ سبػت إٌظبَ، ٚعذة اٌّؼبٌضت اٌّشوض٠ت

 صب٘ضةحؼشف ػٕذِب حىْٛ اٌب١بٔبث سخىْٛ 

 ٓل١بَ بأِبْ اْ ٠ٕضض ِٙبَ أخشٜ ارٕبء ٌٍّؼبٌش ٠ّى(SDRAM )بّؼبٌضت اٌطٍب  . 

 DDR-SDRAM  ػٍٝ ِشة )٠شسً اٌب١بٔبث ِشح١ٓ فٟ وً دٚسة ػٍٝ ِذاس اٌسبػت

 (. اٌسمٛطعبفت اسحفبع ٔبض اٌسبػت ِٚشة ػٍٝ عبفت 

 َحسخخذSDRAM  الأذفبع لإٌغبء صِٓ إػذاد اٌؼٕٛاْ ٚصِٓ اػبدة شغٓ خظ ٚضغ

 28 .الأٚياٌصف ٚاٌؼّٛد بؼذ اٌٛصٛي 
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SDRAM 
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RAMBUS 

 

  إٌتانٌوممعالجات البنتٌوم و فً لبل شركة انتل من اعتمدت (Pentium & 

Itanium.) 

 لى إالرئٌسً المنافس(SDRAM.) 

 شرائح(RDRAM)  رأسٌا ، مع جمٌع المسامٌر على جانب واحد مغلفة. 

سنتٌمترا12طولها ٌتجاوز لا سلن  28تتبادل البٌانات مع المعالج عبر لشرٌحة ا. 

 منٌتواصل مع عدد ن أٌمكن للنالل (RDRAM ) ًو بسرعة شرٌحة  320تصل إل

 .الثانٌةجٌجاباٌت فً  1.6

 خاص ناللRDRAM) ) التحكم باستخدام بروتوكول غٌر ومعلومات العنوان ٌسلم

 .متزامن

 زمن الوصول(access time )480ns. 

30 

D
r. ra

m
z
i e

lg
h

a
n

u
n

i_
L

e
ctu

re
-1

0
 



RAMBUS Diagram 

 (RDRAM) تبنٍ
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DDR SDRAM 

 

 SDRAM  إٌبلًاٌب١بٔبث إٌٝ اٌّؼبٌش ِشة ٚاعذة ٌىً دٚسة سبػت ٠ّىٓ إسسبي. 

اٌضذ٠ذ ِٓ صذاس الا (SDRAM) ا١ٌٙب ٠شبس (SDRAM) ِضبػفب١بٔبث بّؼذي  

 .سبػتبئِىبٔٙب إسسبي اٌب١بٔبث ِشح١ٓ فٟ وً دٚسة 

 اٌسمٛطٍٝ عبفت اسحفبع ٔبض اٌسبػت ِٚشة ػٍٝ عبفت ػِشة. 
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DDR SDRAM Read Timing 

 (DDR SDRAM) قشاءةين حزا
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Simplified DRAM Read Timing 
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Cache DRAM 

 (DRAM)انزاكشة انسشٌعت 

 

 ٟ١ِخسٛب١ش(Mitsubishi) 

 حذِش SRAM) ) ػٍٝ شش٠غت  (خبٔتو١ٍٛ  16)سش٠ؼت(DRAM.) 

 َ٠ّىٓ اسخخذاSRAM ) ) ٍٝػCDRAM ) )ٓبطش٠مخ١: 

 ٍٝأٙب راوشة سش٠ؼت عم١م١ت اسخخذاِٙب ػ(Used as true cache.) 

 خطٛط خبٔت 64 حخىْٛ ِٓ ػذد. 

 ٟإٌٝ اٌزاوشة اٌؼبدٞ اٌٛضغ فؼبي ٌٍٛصٛي اٌؼشٛائ. 

 َاٌب١بٔبثٌىخً ِٓ اٌخسٍسٍٟ ِؤلج ٌذػُ ٚصٛي وّخضْ حسخخذ. 

 شبشتػٍٝ سب١ً اٌّزبي ، ٌخغذ٠ذ خبٔبث ب١بٔبث. 

 ْ٠ّىٓ أ  (CDRAM) ِٓ حضٍب ِسبمب اٌب١بٔبث(DRAM) ٌِٝؤلج ِخضْ ا

(SRAM). 35 
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